
V or kurzer Zeit noch verband man Hochfre-
quenztechnologie im oberen GHz-Bereich
immer mit der Notwendigkeit von teuren Spe-

zialhalbleitern. Mittlerweile haben Halbleiterhersteller
Prozessvarianten auf Basis von Silizium-Germanium
(SiGe) im Portfolio, die den Einsatz herkömmlicher Sili-
zium-Herstellungsverfahren ermöglicht. Während sich
CMOS-basierte Herstellungsprozesse fest im Mobil-
funk-Consumerbereich (2,4 GHz bis ca. 5 GHz für GSM,
UMTS, WLAN Transceiver) etabliert haben, findet man

bipolare Bauteile in Schaltungen, die schon bis zu 40
GHz arbeiten. In modernen Radaranwendungen für den
Abstand von einem halben bis zu 20 Metern, dem soge-
nannten Short-Range-Radar (SRR), werden immer mehr
SiGe-Komponenten eingesetzt. Die Vorteile einer
Kostenreduktion kommen hier schon heute zum Tragen. 
Im Bereich des Long-Range-Radar (77GHz) für die
Abstandsmessung im Bereich bis 250 Metern reicht diese
Technik mit Grenzfrequenzen bis 100 GHz jedoch nicht aus.
Erst durch einen speziellen Prozessschritt, der eine Koh-
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Anstatt der teuren GaAs-Technologie verwendet Infineon

zukünftig einen Sil izium-Germanium-Prozess bei Transcei-

ver-ICs für Radarsysteme. Damit lassen sich nicht nur die

Herstellungskosten reduzieren, auch eine bessere Repro-

duzierbarkeit und Homogenität im Vergleich zu Gall ium-

Arsenis ist damit gegeben. Zudem lassen sie sich auf 8-

Zoll-Wafer fertigen, sind im Handling unempfindlicher und

können bis auf wenige Zwischenschritte auf Standardan-

lagen gefertigt und für Automotive-Anwendungen gete-

stet werden.
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